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Abstract： Blue-emitting oxidized porous silicon (OPSi) has been impregnated with rhodamine 
110 dye molecules. The polarization memory effect in this nanocomposite material has been 
investigated. The experimental results show that the degree of polarization memory decreases 
significantly at around the emission peak of the dye. This strongly suggests the presence of energy 
transfer from the blue emission band of OPSi to adsorbed rhodamine 110 molecules. 

 
【はじめに】ナノ構造半導体であるポーラスシリコンにレーザー用色素を吸着させたナノ複合発光

材料に関する研究が進められている[1-5]．これまで，Si ナノ結晶に由来する S バンド発光帯に着目

した研究が多く行われ，吸着色素分子へのエネルギー移動を示す実験結果が報告されている [2-5]．
今回，われわれは酸化ポーラスシリコン（OPSi）の青色発光帯に注目した．その結果，この青色発

光帯から吸着色素へのエネルギー移動を確認したので，その結果について報告する．  

【実験方法】今回使用したOPSi試料は，低温で寿命の長い（～数秒）青色燐光を示すものであり，

作製条件もすでに報告[6]されたものと同一である．この試料を色素（ローダミン 110）溶液に浸漬

し，ナノ複合体試料を作製した．エネルギー移動の確認には直線偏光メモリー効果を利用した．励

起光源には波長 514.5 nm（2.41 eV）と 457.9 nm（2.71 eV）のAr+レーザー，および波長 410 nm（3.02 
eV）の半導体レーザーを使用し，室温にて実験を行った．  

【結果と考察】色素を吸着させていない OPSi と吸着させた OPSi について，フォトルミネッセンス

およびその直線偏光メモリー特性を測定した結果を Fig. 1 に示す．色素を吸着させた試料では，色

素の発光ピーク付近で大幅な直線偏光メモリー度の低下が見られる．これは母体 OPSi から吸着色

素分子へのエネルギー移動により，吸収と発光の遷移双極子モーメントの差が増大したためと考え

られる．  
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Fig. 1. Photoluminescence spectra (a) and the degree of polarization memory (b) for OPSi and 
OPSi impregnated with rhodamine 110. 
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